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我々は 1μm 帯の分光測定用光源として、小

型高出力、広帯域な波長可変半導体レーザ

(TDL)の開発を進めてきた。TDL は、出力に自

然放射光(ASE)が重畳せず、かつ、100nm 帯域

で単一モード、モードホップ・フリー連続発振

を実現した。しかしながら、100mW 程度の出

力では、非線形光学効果などによる波長変換に

は不十分である。そこで、テーパーチップを用

い波 TDL の高出力化を行い、波長変換による

同調領域の拡大を検討した。 

図 1 にテーパーチップの出力の電流依存性

を示す。テーパーチップは狭いテーパー角の傾

斜導波路構造を持ち、30dB 以上の高い利得を

得ながらも自己発振を抑制した。また、出射ス

トライプが狭いため、ビームのモードプロファ

イルも安定しており、ファイバー結合にも適し

ている。このテーパーチップと ASE-free を実

現した TDL を組み合わせることにより、50nm

以上の波長領域で 800mW以上の出力を得るこ

とができた。図 2 にテーパーチップで出力増幅

を行った TDL のスペクトルを示す。 

この高出力で広い波長同調領域を持つ TDL

では、非線形光学結晶を用いた波長変換により、

可視域や中赤外などへの波長可変領域の拡大

が可能となる。図 3 に TDL と 770nm 帯近赤外

レーザとの、PPLN 素子に対する差周波発生シ

ミュレーション結果を示す。3.7μm 近傍では分

極周期 21μmの PPLNに対し 500nmに渡り位相

整合を得ることができ、連続波長可変な中赤外

光源の構築が可能である。報告では、これらの

波長可変領域の拡大について詳細を報告する。 
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図 3 差周波発生のシミュレーション結果 

図 1 出力の電流依存性 

図 2 テーパーチップのスペクトル 
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